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Bipolar Transistor （講義などで説明した資料） 2
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IEとICは独立。単なるダイオードの接続。

𝑰𝑪 ≈ −𝜶𝑰𝑬順方向電流
Forward current

逆方向
reverse

何故、こうなるか理解する。



Kazuya Masu

Bipolar Transistor （補足）

電流方向であるが、右
図のようにエミッタ電流
は端子から流れ出る方
向に定義すると、電流
源の大きさは +𝜶𝑰𝑬
で表現できる。

なお、npnトランジスタ

において、正常動作範
囲では、右図で示した
電流方向に実際の電
流が流れている。
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Bipolar Transistor （補足）

 pnpトランジスタにおい

て、正常動作範囲では、
右図のように電流方向
を定義すると、電流の
矢印の向きに実際の電
流が流れている。
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